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Органическая электроника является интенсивно развивающейся областью в последние десятилетия. Основные преимущества органической электроники — это низкая стоимость производства электронных устройств, совместимость производства с печатными технологиями и возможность создания сверхтонких и сверхлегких устройств на гибких подложках. Такие устройства основаны на органических полупроводниках – сопряжённых полимерах и олигомерах, производных фуллеренов и некоторых низкомолекулярных веществах, содержащих в молекулярной структуре цепи атомов углерода с перекрывающимися p-орбиталями. Наиболее широко изученными устройствами органической электроники являются органические светодиоды, органические солнечные фотоэлементы и органические полевые транзисторы.
[bookmark: _GoBack]Органические светоизлучающие полевые транзисторы (светотранзисторы) — это новый тип устройств, которые сочетают в себе электрические свойства органических полевых транзисторов и светоизлучающие свойства органических светодиодов [2, 3]. Светотранзисторы представляют собой устройства, состоящие из слоя полупроводника, диэлектрика и трёх электродов: истока, стока и затвора. Электроны и дырки инжектируются с электродов стока и истока в слой полупроводника, где происходит их рекомбинация с образованием квантов света. Изменяя напряжение на затворе, можно регулировать силу тока через светотранзистор, а, следовательно, интенсивность излучаемого света. 
[bookmark: __DdeLink__68_1303195264][bookmark: __DdeLink__261_527100544]Данная работа посвящена расчету КПД и квантовой эффективности органических светотранзисторов с помощью численного моделирования [1]. В работе представлена одномерная дрейфово-диффузионная численная модель светотранзистора. На основании этой модели было проведено исследование влияния различных параметров транзистора на его КПД и квантовую эффективность. Было обнаружено, что КПД и квантовая эффективность органического светотранзистора в значительной степени зависят от работы выхода электродов истока и стока (см. рисунок). При А1=5,0 эВ и А2=4,05 эВ КПД составляет чуть более 0,25 и слабо зависит от напряжения на затворе Vg. Однако при снижении А1 или увеличении А2 КПД снижается практически до нуля при больших отрицательных Vg.
В то же время другие параметры транзистора (температура, подвижность носителей заряда, удельная ёмкость диэлектрика, длина канала) дают гораздо менее выраженное влияние на КПД и квантовую эффективность. Таким образом, результаты данной работы могут способствовать разработке высокоэффективных светотранзисторов.
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График зависимости КПД светотранзистора от напряжения на затворе Vg.
А1 - работа выхода истока; А2 - работа выхода стока; Vd - напряжение на стоке. 
image1.jpeg
03

025

01

0,05

—®— Ai=53B; A,=4,05 3B

—=— A=538;A=4,153B
—+— Ai=53B;A,=4,25 3B
V=48

T 1

-15 -10 5 0 H 10 15




